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1. Introduction 

光無線給電は次世代のワイヤレス給電方式として注目されており、海中での応用も期待されている。海中では

近紫外光の損失が少ないことから 400nm 以下の光を吸収できる InGaN 太陽電池に注目した。本研究では InGaN 太

陽電池の高効率化に向けての課題である光学損失について調査した。 

 

2. Experiment and Results 

Fig.1, 2 に InGaN 太陽電池の素子構造と透過損失実験の概要図を示す。Fig.3, 4 に InGaN 太陽電池の反射率と透

過率の測定結果をそれぞれ示す。今回の実験では反射防止膜(SiO2 72.7nm)を成膜した InGaN 太陽電池に波長 393 

nm, 395 nm, 397 nm,のレーザを照射しその透過率を測定した。透過率は反射とシャドーロスを除き、InGaN 吸収

層の透過率を計算により求めた。 

 

      Fig.1. InGaN solar cell structure                         Fig2. Experimental configuration 

Fig.3. Reflectance vs. laser wavelength                    Fig.4. Transmittance vs. laser power  

 

 Fig.3 より SiO2 反射防止膜による近紫外領域での反射率の低減に一定の効果がみられた。Fig.4 の InGaN 吸収層

の透過率は入射波長が短くなるほど低くなった。また、入射強度に依らず透過率は波長ごとに一定の値を示した。 
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